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1．はじめに 

 強誘電体 HfO2薄膜は、Si基板上への形成が

可能で、高速かつ低電圧で動作する強誘電体ゲ

ートトランジスタへの応用が期待されている

[1-3]。今回、反応性スパッタ法を用いて、HfO2

薄膜の高濃度 Si(100)基板上への形成に関する

検討を行ったので報告する。 

2．試料作製方法および評価方法 

 まず、p-Si(100)基板(10-30 Ωcm )および p+-

Si(100)基板(0.01-0.05 Ωcm)を SPM/DHFにより

洗浄し、超純水によりリンスした。次に、RFマ

グネトロンスパッタ装置を用いて、HfO2(20 

nm)を室温で堆積した。ターゲットには Hf を

用いた。スパッタ条件は RF出力 100 W、Ar/O2 

= 2.3/2.5 sccm、堆積レート 4.1 nm/min、スパッ

タガス圧力 0.48 Paとした。このように作製し

た HfO2薄膜の表面モフォロジーを、光学顕微

鏡を用いて観察した。 

3．実験結果および考察 

 図 1 に、形成した HfO2薄膜の表面モフォロ

ジーを示す。図 1(a)より、p-Si(100)基板上に形

成した HfO2薄膜は、均一で平坦な表面モフォ

ロジーであるのに対し、図 1(b)に示すように、

p+-Si(100)基板においてはHfO2薄膜が不均一に

形成されることが分かった。また、粒径が最大

5 μm程度の HfO2が島状に形成され、図 1(b)に

示す 30 μm 角の範囲において抽出した形成密

度が、約 6×106個/cm2であることが分かった。

以上の結果から Si(100)基板の不純物濃度によ

り、HfO2 薄膜の成長過程をふまえたスパッタ

条件を用いる必要があることを明らかにした。 
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図 1 HfO2の光学顕微鏡写真。 

(a) HfO2/p-Si(100)、(b) HfO2/p+-Si(100) 
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